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PT4132 应用说明 
产品功能 高性能升压式 LED 驱动芯片 

常规应用 LED 驱动电源、车灯等 

文件编号 PT4132_AN01 

版本 1.0 

1. 产品概况 

PT4132是一款小封装、高性能的升压式DC/DC控制器，主要应用于LED驱动电源和车灯。PT4132

是通过直接调节输出电流来驱动 LED 的，而不是通过调节输出电压来驱动 LED。因此，PT4132 可以

理想的控制 LED 的光强度。PT4132 通过一个外部电阻设置 LED 电流，然后可通过一个直流电压或者

100Hz～1000Hz 的 PWM 信号来调节 LED 电流。PT4132 提供了全面的保护功能，比如功率 MOS 过

流保护（OCP）、输出过电压保护（OVP）、芯片电源欠电压锁定（UVLO）、LED 开短路保护等。 

2. 产品特性 

 电流模式的 PWM 控制器具有良好的动态响应 

 8V 至 35V 的输入电压范围 

 外部 PWM 调光模式 

 过电压保护 

 过电流保护 

 欠电压锁定（UVLO） 

 热关断保护 

3. 典型应用电路 
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VIN=12V, VOUT=36V, IOUT=1.5A 

4. DEMO 板 LAYOUT，元器件清单 
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Designator Footprint Quantity Value 

C1, C2, C5 1206 3 10uF/50V 

C3 CAPPR5-10X20 1 470uF/50V 

C4 CAPPR2.5-6.3X7 1 100uF/50V 

C6 0805 1 1uF/25V 

C7 0805 1 10nF/25V 

C8 0603 1 2.2nF/100V(Optional) 

D1, D2, D3 SMA 3 SS310/SMA 

D4 POWERDI 5 1 SBRT10U50SP5 (Optional) 

D5 SOD323 1 1N4148WS 

D6 SOD-323 1 MMSZ5V6 

L1 L-SMD17*17 1 MSS1583(22uH,23mohm,10.4A) 

Q1 TO-252AA 1 AOD454A 

Q2 SO-8_N 1 AO4442(Optional) 

Q3 SO-8_N 1 AO4480(Optional) 

Q4 SOT23 1 AO3422 

R1 6-0805 1 20K 

R2 6-0805 1 390K 

R3, R6, R8 6-0805 3 1K 

R4 6-0805 1 10R 

R5 3-0603 1 6R8(Optional) 

R7 6-0805 1 10K 

R9 6-0805 1 2.2K 

R10, R11 8RB-1206 2 0R068 

R12, R13, R14 8RB-1206 3 0R2 

R15 6-0805 1 0R 

U1 SOIC127P600-8N 1 PT4132 
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5. 工作原理介绍 
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PT4132 是一款采用恒定工作频率和峰值电流

检测模式的升压式 LED 驱动控制器。在每个周期开

始时，控制电路打开功率 MOSFET 给电感充电，使

电感电流上升。电流检测放大器的输出叠加一个稳

定的斜坡补偿后反馈至脉宽调制器的正输入端，以

防止在脉冲宽度大于 50%时可能产生的谐波振荡。

当脉宽调制器正输入端的电压大于误差放大器的输

出电压，功率 MOSFET 关闭，电感经过续流二极管

给输出电容充电。 

内部 200mV的参考电压和FB反馈电压是误差

放大器的两个输入端。当 FB 反馈电压开始下降，

误差放大器的输出升高，功率 MOSFET 导通时间和

电感充电时间增加，从而提高输出功率。 

逐周期电流保护功能限制了流过外部功率

MOSFET 的最大电流。过温保护功能通过关闭外部

功率 MOSFET 的驱动信号以确保系统不会陷入热

失控状态。 

5.1 欠电压锁定 (UVLO)  

PT4232 的VIN 引脚提供了一个迟滞 2.1V 的欠

压锁定保护功能。当 VIN 信号超过 7.5V 时，PT4132

允许芯片进入正常工作模式。如果 VIN 信号低于

5.4V，PT4132 进入关断模式。当 VIN 信号再次上

升至 7.5V 时，PT4132 解除 UVLO 状态并退出关断

模式。 

5.2 使能控制 (DIM)  

PT4132 可通过 DIM 引脚来控制 PT4132 的工

作状态。当 DIM≥2.8V，PT4132 使芯片开始工作；

当 DIM≤1.2V并超过 60ms，PT4132 使芯片进入关

断模式。此时静态电流低至 170μA（典型值）。 

5.3 自启动 

PT4132 无需外部使能信号即可实现自启动。

当 VIN 开始上电时，内部基准电压开始建立。当 VIN

电压超过 UVLO 电压时，UVLO 状态解除，PT4132

内部通过一个 150KΩ 的电阻将 DIM 信号上拉。当

PT4232 检测到 DIM 引脚的上升沿信号，芯片经过

200μs 延迟后开始启动，此时内部软启动电路、保

护电路、控制电路等开始工作。在软启动过程中，

PT4232 软启动电路开始给 CCOMP 充电。当

COMP 电压上升至阈值，外部功率 MOSFET 的驱

动信号开始工作，直到 FB 电压建立。在软启动结

束前，COMP 的 OVP 保护功能被屏蔽。 

在软启动过程中，如果 DIM 信号被拉低，外部

功率 MOSFET 的驱动信号将被关闭。如果 DIM 信
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号被拉低超过 60ms，芯片进入关断模式。 

PT4132 在启动过程中同时还检测系统是否触

发其他故障功能（UVLO、逐周期 OCP、OVP、FB 

OVP、CS OVP 和 OTP）。 

PT4132启动后，在不驱动MOSFET的前提下，

芯片的静态电流将增大至 500μA（FOSC=220KHz

时的典型值）。 

5.4 频率选择和过流保护 (CS)  

PT4132 通过 CS 引脚设置工作频率和逐周期

过流保护。 

 

Vth_FB

Fr eque ncy

Selection

CS

RMOS

ROSC

 

PT4132 有三种工作频率可以设置。在 PT4132

给 VIN 上电时，芯片通过检测连接至 CS 引脚的电

阻阻值来选择不同的工作频率。 

Selected Resistor Frequency 

1KΩ 110KHz 

10KΩ 220KHz 

22KΩ 440KHz 

当外部功率 MOSFET 导通时，PT4132 通过检

测CS引脚电压来侦测通过外部功率MOSFET的电

流。RMOS 可设置每个时钟周期内通过外部功率

MOSFET 的最大电流。 

][ MOS

MOS
R

0.3[V]
I 

 

当芯片检测到 CS 引脚的电压超过阈值，

PT4132关闭外部功率MOSFET直到下个时钟周期

开始。在最小导通时间（典型值 300ns）内，如果

芯片检测到 CS 引脚的电压超过阈值，PT4132 不会

关闭外部功率 MOSFET 直到最小导通时间结束。 

5.5 LED 电流调节 (FB)  

LED 电流调节是通过检测 FB 和 GND 之间电

流感应电阻上的电压来实现的。误差放大器通过向

COMP 引脚驱动或者吸收电流来调节不同负载条件

下所需的电感电流。将斜坡补偿信号叠加到电流检

测信号中可以改善芯片工作在高占空比状态下的稳

定性。 

LED 平均电流的计算公式如下： 

][R

]mV[00
]mA[I

FB

LED


2


 

在轻载模式，PT4132 自动进入跳周期模式，

以提高效率并防止输出电压升高。在跳周期模式，

功率 MOSFET 开启时间为最小导通时间（典型值

300ns），然后将存储在电感上的能量传输到输出

电容上。除非输出负载需要开启另一个脉冲来供电，

否则功率 MOSFET 将一直关闭。 

5.6 调光控制 (DIM)  

在DIM引脚提供不同占空比的信号可调节LED

的亮度。此时，将 LED 阴极的调光 MOS 栅极连接

至 DIM 引脚可改善调光性能。PT4132 可接收的外

部脉宽调制信号的范围为 100Hz～1000Hz。 

5.7 过压保护 (OVP)  

当 OVP 引脚的信号高于内部阈值（典型值

2.0V）时，PT4132 关闭功率 MOSFET 的驱动信号。

当 OVP 引脚的信号低于内部阈值（典型值 1.95V）

时，PT4132 恢复功率 MOSFET 的驱动信号。当

LED 发生失效而开路时，经过 LED 和 FB 电流感应

电阻 RFB 的电流将接近于 0。这将导致控制器工作

在最大占空比状态，输出电压被迅速抬高。如果通

过 OVP 引脚侦测输出电压，当输出电压超出设定的

值时，外部功率 MOSFET 将被关闭。当输出电压低

于设定值时，芯片恢复工作。 

5.8 热关断保护 

当芯片的结温超过 160 度时，PT4132 关闭功

率 MOSFET 的驱动信号直到结温降低至 140 度以

下。PT4132 过温恢复时不会再次软启动。 

5.9 LED 阴极对地短路保护 (COMP OVP)  

当 LED 阴极对地发生短路，FB 对 GND 电压

为 0，误差放大器输出持续对 COMP 充电，COMP 

电压升高，功率 MOSFET 的驱动信号占空比上升，

LED 电流增大，输出电压升高。如果芯片在触发输
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出电压的 OVP 之前先触发逐周期过流保护，功率

MOSFET 会先关闭，然后在下一个周期再次打开。

在这种模式下，LED 将工作在持续的大电流条件下，

导致 LED、二极管和 MOSFET 温度升高并造成永

久性伤害。因此，PT4132 同时还监测 COMP 引脚

电压。如果 COMP 持续超过 3.7V（典型值）16000

个工作周期，芯片将进入关断模式，经过 16000 个

工作周期后退出关断模式。 

5.10 二极管和电感短路保护 (CS OVP)  

当二极管或者电感发生短路时，如果 PT4132

还在持续工作，功率 MOSFET 上的电流将会显著增

加，从而导致永久性损伤。PT4132 将持续逐周期

检测 CS 信号。如果 CS 信号在最小导通时间内持

续高于 1.0V（典型值）超过 7 个工作周期（最大 21

个工作周期），芯片将发生闭锁以防止 MOSFET

永久性损坏直到 VIN 被重置。 

5.11 FB 过压保护 

当芯片开始工作，PT4132 一直侦测 FB 引脚的

电压。当 FB 引脚电压超过 1V，PT4132 将关闭外

部功率 MOSFET 并拉低 DIM 信号。DIM 信号被拉

低超过 60ms，FB OVP 信号及 DIM 低电平信号将

被解除。 

当 LED 发生短路时， FB 引脚检测到超过 1V

的电压，PT4132 关闭外部功率 MOSFET 和调光

MOSFET，经过 60ms 后恢复功率 MOSFET 的驱

动信号并打开调光 MOSFET。如果 LED 短路状态

被解除， PT4132 将恢复正常工作，如果 LED 短

路状态未解除，PT4132 将再次触发 FB OVP。 

在 LED 发生短路的瞬间，由于调光 MOS 存在

寄生电容Cgd，调光MOS的栅极电压会被瞬间抬高。

在调光 MOS 栅极并联一个齐纳二极管到 GND，可

吸收该瞬间脉冲，以防止芯片 DIM 引脚被击穿。 

6. 关键元件参数设计 

L1: 10~47μH

VIN:

8~35V

CCOMP=10nF

EN

GND

COUT

RCOMP=2.2KΩ 

RMOS

ROSC

RFB

ROVP_H

ROVP_L
CIN P

T
4
1

3
2

1

2
3

8

7

6

VIN

GND

SW

DIM FB

COMP

4

5

CS

OVP

CVIN=0.1～1μF

Q2

Q1

RVIN

RFBIN=1K~10KΩ
(Optional) 

R1=1KΩ

D3: IN4148

D2: MMSZ5V6

(Optional)

D1

PWM:

100~1KHz

 

6.1 工作频率 fOSC设置 

PT4132有三种频率可以设置，详情请参考5.4。 

在对元器件体积和成本有限制的应用场合，用

户可选择使芯片工作在最高的频率状态。此时，系

统对电感的感值和额定电流、电容的容值和额度电

流等要求较低。但是，系统的开关损耗将会增加，

容易引入干扰，在元器件选择和 PCB 布局时需特别

注意。芯片工作在较低的频率时开关损耗较低，EMI

特性较好。用户可根据自身需求选择不同的工作频

率。 

如果用户需要使系统能够切换工作频率，可通

过 MOS 开关选择接入不同的 ROSC。ROSC改变后工
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作频率不会立刻发生变化，需对 VIN 引脚进行复位

后工作频率才会发生改变。 

6.2 LED 电流的设置 

LED 工作的电流是通过 RFB 来设置的。当系统

稳定后，RFB 两端的电压与内部基准电压相等，故

LED 的电流计算公式如下： 

FB

LED
R

mV002
I   

RFB 的精度将影响 LED 电流的精度，推荐使用

1%精度及以下的电阻。当 LED 电流较大时，RFB

的损耗将增大，此时需使用合适封装的电阻，以免

电阻过热影响 LED 电流精度。 

对于特定输出功率的应用，用户可选择 LED 串

联或者并联使用。当 LED 串联时输出为高压小电

流；当 LED 并联时输出为低压大电流。此时，系统

对输出电容、MOSFET 和肖特基二极管的要求将各

不相同。 

在输出电压与输入电压较为接近或者输出功率

较小时，因为 MOS 驱动信号有最小导通时间（典

型值 300ns）的限制，芯片会进入跳周期工作模式，

工作周期下降，输出纹波增大。若客户应用条件对

跳周期模式比较敏感，不推荐将 PT4132 应用在输

出电压与输入电压较为接近和输出功率较小的场

合。 

6.3 工作电压的选择 

PT4132 采用的 Boost 架构，系统的输入电压

VIN 需要比输出电压 VOUT低。芯片的 VIN 引脚通常

直接连接至系统的输入电压 VIN，其推荐的工作电压

范围为 8V～35V。芯片有 UVLO 功能，故最低工作

电压不得低于 8V。芯片 VIN 引脚的耐压值为 40V，

设计时需保有一定的裕量，以防止连接线、PCB 和

芯片封装等的寄生参数在芯片开关工作时产生的

Ring 超过 40V，故推荐的最高工作电压不宜超过

35V。 

如果系统的输入电压 VIN 超过 35V，则芯片的

VIN 引脚不能直接连接到系统的输入端。一般情况

下，系统输入电压 VIN 经过电阻分压，并经过电容

CVIN 后即可给 VIN 引脚供电。芯片在驱动 MOS 时

工作电流会增大，故分压电阻不宜过大，否则在芯

片驱动 MOS 开关时分压电阻限制了系统输入电压

VIN 对 CVIN 充电的电流而导致 VIN 引脚的电压不断

降低直至触发 UVLO。 

系统输入输出电压决定了芯片工作时 GATE 的

脉冲宽度，估算公式如下： 

OUT

IN

V

V
1D   

6.4 功率电感 L 的选择 

根据不同的工作频率，用户可选择使用不同感

量的功率电感，推荐的感量范围为 10μH～47μH。

选用的电感感量越大，则纹波电流越小，感量越小，

则纹波电流越大。电感电流峰峰值估算公式如下： 

OSC

IN
pk-pk

fL

DV
I




  

电感电流峰值估算公式如下： 

OSC

IN

IN

LEDOUT
pk

fL2

DV

V

IV
I












 

其中，η 为系统的效率，可通过实测后获得，

其计算公式为： 

100%
IV

IV

ININ

LEDOUT 



  

功率电感的饱和电流需大于电感电流峰值 Ipk,

否则功率电感易发生饱和而使电感感量发生变化，

导致电感电流发生畸变，影响系统稳定工作，甚至

触发芯片保护功能或造成永久性损伤。 

功率电感的直流导通阻抗 DCR 在芯片工作时

会产生损耗而使电感发热。建议用户使用 DCR 较小

的电感，以免电感过热导致感量发生偏移，使系统

工作状态发生改变。 
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6.5 功率 MOS 的选择 

功率 MOS 选择时需要考虑额定工作电流 ID、

漏源极耐压值 VDS、导通电阻 RDS_ON、栅极电荷 Qg

或输入电容 CISS、栅源极耐压值 VGS等。 

功率 MOS 的额定工作电流不宜低于电感电流

峰值 Ipk。在选择 MOS 时需注意系统工作的环境温

度，MOS 温度较高时其额定工作电流会下降。 

功率 MOS 的漏源极耐压值 VDS 需高于输出电

压 VOUT 并留有至少 20%以上的裕量，以防止 MOS

漏极在开关时产生的 Overshoot 超过 MOS 的漏源

极耐压值而将 MOS 击穿。该 Overshoot 也可以通

过增加一个对地的 RC 串联电路（Snubber 电路）

吸收，但是会增加额外的损耗。 

芯片的驱动信号 GATE 的高电平在 VIN 引脚电

压小于 10V 时等于 VIN 引脚电压，在 VIN 引脚电压

大于 10V 时等于 10V。功率 MOS 的栅源极耐压值

VGS 需大于 10V。 

导通电阻 RDS_ON 和栅极电荷 Qg 决定了功率

MOS 的导通损耗和开关损耗。功率 MOS 的总损耗、

封装和环温将决定 MOS 工作时的结温，设计时需

综合考量。 

功率 MOS 的输入电容 CISS 还影响芯片工作时

VIN 引脚所需提供的电流 IDD。CISS 越大，IDD 越大，

MOS 开关速度越慢，开关损耗越大；CISS 越小，IDD

越小，MOS 开关速度越快，开关 Noise 越大。推荐

的 CISS 范围为 100pF～1000pF。 

6.6 续流二极管 D 的选择 

续流二极管 D 建议使用正向导通压降 VF 较低

的肖特基二极管，在选择时需要考虑额定电流 I(AV)

和反向耐压 VRRM。额定电流 I(AV)不宜低于电感电流

峰值 Ipk。反向耐压 VRRM需高于输出电压 VOUT并留

有一定的裕量。 

6.7 输出电容 COUT的选择 

输出电容COUT将决定 LED 上的纹波电压VRMS

并影响 LED电流 ILED的精度。在GATE为高电平时，

MOS 导通，此时 COUT单独为 LED 供电，导致 VOUT

电压下降，引起输出纹波。如果用户对 VRMS 有要求，

则 COUT 的容值估算公式如下： 

OSCRMS

LED
OUT

fV

DI
C




  

同时 COUT的耐压值必须大于输出电压 VOUT。 

COUT可使用陶瓷电容，也可以使用电解电容。

在输出电流较大时推荐使用电解电容，以免纹波过

大而引起陶瓷电容啸叫。在选择使用电解电容时需

注意选择合适的额定工作电流 IRMS 的电解电容。

IRMS 的估算公式如下： 

）（ D-1

12
-1II

2LEDRMS_COUT





 

如果忽略功率损耗，则计算公式如下： 

D-1

D
II LEDRMS_COUT   

对于调光应用，如果不使用调光 MOS，当 DIM

信号为低电平时，COUT单独为 LED 供电，导致 VOUT

电压下降，引起输出纹波增大。此时，如果用户对

VRMS 有要求，则 COUT的容值估算公式如下： 

DIMRMS

DIM_MINLED

OUT_DIM
fV

D-1I
C






）（
 

其中，fDIM为调光频率，DDIM_MIN 为调光信号的

最小占空比。 

6.8 输入电容 CIN的选择 

为了降低电感的纹波电流对系统输入电压 VIN

的干扰，在输入端增加一个滤波电容 CIN 往往是必

要的。如果电感电流的峰峰值 Ipk-pk 较小，CIN 使用

4.7μF～22μF 的陶瓷电容即可。如果电感电流的峰

峰值 Ipk-pk 较大，陶瓷电容无法提供更大的容值，此

时可以选择电解电容。选择电解电容时，需注意电

解电容的额定工作电流 IRMS 必须大于电感电流的峰

峰值 Ipk-pk 的 1/4。 
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4

I
I

pkpk

RMS_CIN


  

使用陶瓷电容时，输入电压纹波不宜超过0.8V，

否则易引起陶瓷电容啸叫。 

6.9 芯片滤波电容 CVIN 

芯片通过 VIN 引脚供电，稳定的 VIN 引脚电压

对系统稳定性有很大的帮助。推荐在靠近 VIN 引脚

的地方放置一个 0.1μF～1μF的陶瓷电容进行滤波。 

6.10 OVP 的设置 

芯片将 OVP 引脚的输入电压与芯片内部 2.0V

的基准电压做比较来判断是否触发 OVP 功能。用户

可将输出电压经电阻分压后连接至 OVP 引脚，以实

现输出过压检测功能。输出过压保护点 VOVP 的计算

公式如下： 

OVP_L

LOVPHOVP

OVP
R

RR
2.0VV __ 

  

用户可根据以上公式选择合适的分压电阻来设

置过压保护点。需注意的是，OVP 引脚是内部比较

器的输入端，属于高阻抗节点，ROVP_L 不宜设置过

大，否则在 PCB 表面受污染或受潮的情况下，OVP

网络与距离其较近的高压网络之间易产生 MΩ 级阻

抗，从而误触发OVP功能。推荐的ROVP_L为10KΩ～

47KΩ，如果在应用条件下 PCB 极易受污染或者受

潮，则需适当降低 ROVP_L的值。但是该值不宜过低，

否则分压电阻将产生较大的损坏。 

OVP 引脚的过压保护功能不局限于输出电压，

也可应用于其他电压网络，如输入电压等，亦可多

个电压网络共用，只需将电阻分压点经过二极管后

再连接至 OVP 引脚即可。 

6.11 MOS 限流电阻 RMOS的设置 

在线路中 RMOS 与 MOS 串联，用于检测经过

MOS 的电流，其一端接地，另外一端经过 ROSC连

接至 CS 引脚。在正常工作时，CS 引脚检测 RMOS

两端的电压。当经过 MOS 的电流过大时，CS 引脚

将检测到超过 300mV 的电压，芯片将立即关闭

MOS 的驱动信号，直到下个时钟周期开始再次检测

CS 引脚电压。 

MOSFET 过流保护的限制电流计算如下： 

MOS

MOS
R

0.3V
I   

IMOS 可比 MOS 的额定电流 ID 稍大，但是不能

超过 MOS 的最大脉冲电流 IDM。 

6.12 COMP 补偿设置 

COMP 引脚需对地连接一个 RC 串联电路，为

反馈环路增加一个零点，以增加带宽。推荐的 RCOMP

为 2.2KΩ，CCOMP 为 10nF。 

除此之外，COMP 引脚还用于软启动和调光应

用。在软启动时，芯片内部以一个 μA 级的电流源

给CCOMP充电，以防止输出过冲。CCOMP越大，RCOMP

越小，软启动时间越长。在调光应用时，当 DIM 信

号为低电平时，芯片将误差放大器输出与 COMP 断

开，CCOMP 可维持 COMP 引脚电压。当 DIM 信号

为高电平时，误差放大器输出与 COMP 重新连接，

CCOMP 维持的电压可帮助电感电流快速建立。如果

想进一步加快电感电流的建立，可适当增大 RCOMP，

使误差放大器输出的 μA 级电流在 RCOMP 上产生压

差，进一步抬高 PWM 比较器负输入端的电压，增

大功率 MOS 驱动信号的占空比，加快电感电流的

建立。 

6.13 调光应用 

DIM 引脚是芯片的 PWM 调光引脚，其耐压值

为 7V，故推荐的调光信号高电平为 5V。 

在 DIM 引脚提供 100Hz~1000Hz 的脉冲信号

可对输出电流进行调节。在 LED 负极串联的调光

MOS 可以保证脉冲信号的占空比和输出电流有极

好的线性度，否则在输出电流较小时，线性度较差。

其主要原因是，在调光信号为低电平时，输出电容

持续为 LED 提供电流，使整体的平均电流抬高。而

输出电流较大时，输出电容可为 LED 提供电流的时
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间较短，对整体的平均电流影响较小。 

在芯片工作频率较低，调光信号频率较高时，

如果调光信号脉冲宽度低至不足一个工作周期时，

往往会发生 MOS 驱动信号还未来得及打开，调光

信号就已经为低电平了。此时，少数周期内会出现

没有给电感充电的现象，LED 就会发生闪烁。故不

推荐用户在芯片工作频率低，调光信号频率高的情

况下使用低于 1%的调光占空比来进行调光。在此

条件下，增大输出电容略有改善，但无法完全消除。 

若使用调光信号来启动芯片，在调光信号为低

电平时，MOS 驱动信号也会关闭，软启动的时间将

会拉长。特别是使用小占空比信号来调光，为了使

输出电压及时建立，在调光信号为高电平的时间内，

电感电流往往会冲高。此时，若 RMOS 设置过小，功

率 MOS 的电流可能会过高导致功率 MOS 硬损伤。

若 RMOS 设置过大，电感电流在最小导通时间内往往

会冲的过高而误触发 FB 的 OVP 保护。或者触发逐

周期限流保护而无法完成软启动。用户需根据自身

的实际应用条件来调节 RMOS。 

另外，调光应用时需增大输出电容以减小输出

纹波。 

 

 

7. PCB Layout 注意事项 

7.1 尽量按照电路图示意去区分信号地和功率地。 

7.2 VIN 引脚的滤波电容 CVIN 尽量靠近 VIN 引脚和 GND 引脚，且保持最短连接，最好在同一层。 

7.3 输入电容 CIN 和输出电容 COUT的地均为功率地，尽量保持最短连接，如果可以使用独立的 GND

层效果更好。 

7.4 功率电感 L 的输入端尽量靠近输入电容 CIN 的正端。电感的输出端和 MOS 的漏极、二极管 D 的正

极相连，是最主要的干扰源，布局时需保持尽可能靠近，并用敷铜连接。该敷铜最好用 GND 包围

以降低干扰。电感两 PAD 之间尽量留有一定空铺地，以减小电感的寄生电容。 

7.5 RFB 尽量靠近芯片 FB 引脚，以防止可能引入的干扰，保证 LED 电流精度。 

7.6 尽可能减小功率回路的面积，以降低可能产生的 EMI。 

7.7 功率元件电感 L、二极管 D、MOS 等如需散热，可增大焊盘面积或者与之相连的敷铜面积，以降

低热沉。 

8. 应用注意事项 

8.1 在软启动过程中，COMP 过压保护功能被屏蔽，如果此时发生 FB 短路，软启动不会结束，此时

只能通过 CS 引脚的逐周期限流功能进行保护。 

8.2 在调光信号为低电平时，COMP 引脚和误差放大器输出断开，此时误差放大器输出被钳位，COMP

过压保护功能被屏蔽。如果此时发生 FB 短路，将无法触发 COMP 过压保护，此时只能通过 CS

引脚的逐周期限流功能进行保护。 

8.3 芯片内部使用的是高压 bandgap 架构，所有内部基准电压都会随输入电压的增大而略有增大。如

果用户对芯片工作频率、LED 电流、过压保护点等参数的精度要求很高，请尽可能保证 VIN 引脚

的输入电压足够稳定。理想的情况下，可将系统输入电压经过 LDO 或者 TL431 稳压至后给 VIN

引脚供电。 

8.4 在输出功率较大时，所有功率元件在选型时需重点考虑热设计，以改善系统的可靠性。 
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